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InNは小さい有効質量と高い飽和ドリフト速度を持ち、高速・高周波デバイスへの応用が期待

される材料である一方、低い分解温度、窒素の高い平衡蒸気圧のため、高温での結晶成長が困難

である。一般的に行われている研究では、In極性 InNが主であり、430℃付近で結晶成長が行われ

ている[1, 2]。一方、サファイアや C面 SiC 上への N極性 InN成長では、In極性よりも約 100℃高

い温度での結晶成長が可能である[3-5]。成長温度の高温化により、表面マイグレーションの促進に

よる表面平坦性の向上や、不純物の取り込み低減などが期待されるが、これに関する十分な検討

は行われていない。 

本研究では、より高温での InN 結晶成長を目的として、スパッタ・高温アニールによって作成

した N極性 AlN テンプレート基板上に、RF-MBE法を用いて N 極性 InN の結晶成長を行ってい

る[6]。本発表では、結晶成長温度を 435~560℃で変化させて、N 極性 AlN上への N 極性 InN の結

晶成長を行い、結晶学的、電気的特性への影響を検討した結果を報告する。 

N 極性 InNの成長は、RF-MBE法を用いて、窒素リッチ条件で、N極性 AlNテンプレート基板

上に行った。成長時間 2時間、Inフラックス量 6.0×10-7 Torr、窒素プラズマパワーを 200 Wで一

定とし、成長温度を 435、460、485、510、535、

560℃と変化させた。成長した InN の評価には

XRD、SEM、TEMを用い、極性評価は KOH エッ

チング（10 mol/L、室温、20min）および TEM CBSD

法によって判定した。 

XRD での測定結果では、成長温度 435℃から

560℃まで InNのピークを確認し、560℃のサンプ

ルにのみ Inのピークを確認した。SEM観察では、

535℃まで膜構造が確認されたが、図 1(a)、(c)に

見られるように成長温度が上がるにつれて InNの

分解が促進され、膜のつながりが悪化し、島状成

長領域が増加していることを確認した。 

KOH エッチングによる極性評価では、エッチ

ング後に突起状の構造が観察され（図 1(b)、(d)）、

これらのサンプルが N 極性であることを確認し

た。講演では、TEM観察の結果などの詳細につい

ても報告を行う。           Figure1 SEM images of InN (a) 435℃ before etching, (b) after            

etching, (c) 535℃ before etching, (d) after etching 
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